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摘要(译)

在有机EL器件中，当在阳极和阴极之间施加电压时，空穴在空穴传输层
中移动并且电子在电子传输层中移动，并且空穴和电子在发光层中复
合。在发光层中，激子由重组时释放的能量产生，并且激子以荧光或磷
光的形式释放能量或当返回基态时发光。空穴传输材料用于空穴传输
层，其中阳离子杂质的量和/或阴离子杂质的量被控制得很小，从而抑制
了有机EL器件的发光亮度的降低。长时间保持优异的发光性能。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/721781ad-50cc-473c-bc63-e8e1bf10c63c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/033134376/publication/US2005062012A1?q=US2005062012A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220050062012%22.PGNR.&OS=DN/20050062012&RS=DN/20050062012

